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R2A20134SP 
应用说明 

1. 概要 

R2A20134SP 是用于 LED 照明的控制 IC。根据使用目的可以选择两种工作模式，分别是临界导通模式和开
关频率固定模式。 
临界导通模式控制能够高精度地控制流经 LED 的电流，使 LED 的性能得到更有效地发挥，而且通过临界
导通模式功率因数校正实现高功率因数，通过零电流开关实现高效率。 
通过应用开关频率固定模式的峰值电流控制，可以大幅减少外围元件数量，从而实现组合的小型化和低价格

化。而且，也能实现回扫方式的绝缘结构。 
与各控制方式对应的评估板请参照 5.1 电路板规格一览。 

2. 框图 

2.1 临界导通模式(Rrt 连接至 GND) 

当连接 RT 引脚的外围电阻 Rrt 至 IC 的 GND 时，R2A20134SP 将在临界导通模式下工作，在此模式下，
一旦检测到流经电感器的电流为零，则使功率 MOS 导通。 
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2.2 开关频率固定模式(Rrt 连接至 VREF) 

当连接 RT 引脚的外围电阻 Rrt 至 IC 的 VREF 引脚时，R2A20134 将在固定频率模式下工作，在此模式
下，以 IC 内部振荡器为触发器使 MOS 导通。而且，振荡器的频率可以通过 Rrt 来调整。R2A20134SP 基本
上在电流不连续的模式下工作。 
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3. IC 各区块的说明 

3.1 零电流检测 

与电感器串联的电流检测电阻 Rcs 将电感器电流转换成电压，并输入 CS 引脚，从而检测电感器的零电流状
态。在临界导通模式下，一旦检测到零电流，则使功率 MOSFET 断开，应该改成功率 MOSFET 导通。 

ZCD 的阈值为 13mV_typ，并且设定了用于从检测到阈值到 MOS 的漏极电压下降的延迟时间。 

Delay 时间被固定为 0.8s typ.。 

3.2 过电流检测功能 

过电流检测(OCP)是通过外围的电流检测电阻 Rcs 检测电感器电流，当 CS 引脚达到 0.6V 时，使功率 
MOSFET 断开。 
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3.3 RAMP 坡度 

IC 中内置的 RAMP 坡度由对 RT 引脚的外围电阻 Rrt 设定的电流和 IC 内置的 10pF 的电容决定。Rrt 电
阻连接在 RT 引脚与 GND 之间。 

对 IC 内的 10pF 的充电电流为 RT 引脚电流的 1/10。 

最大导通时间 tonmax 在误差放大器的输出电压为 4Vtyp 时决定。 

RAMP 电路在 ZCD 检测电路检测到电感器的零电流，且 RAMP 引脚为 0.2V 以下时，开始对 RAMP 电
容充电。 

当 RAMP 坡度达到误差放大器的输出电压或者过电流保护功能开始工作时，对 RAMP 区块的电容进行放电。
而且，当 COMP 电压达到 1V 以下时，由于内置了 1V_typ 的电平位移器，所以导通时间变成零。 
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3.4 内部振荡器 

当将 Rrt 电阻连接在 RT 引脚与 Vref 引脚之间时，内部振荡器进行与 3.3 项相同的工作。在开关频率为 
48kHz 时，最大导通 Duty 为 50%。 
当 IC 内置的 10pF 的电容达到 2V 时开始放电，变成 0.2V 以下时开始充电。 
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3.5 误差放大器 

误差放大器为跨导放大器。 
输出电流视内部基准电压与 FB 引脚的电压差而变化。 

 

3.6 输出段 

驱动输出段内置了推拉输出电路。 
额定最大驱动电流为 900mA peak。 
尽管基本上可以直接驱动 MOSFET，但仍请配合所用的 MOSFET 的特性，改变驱动电路的元件常数，以调
整驱动能力。因为是零电流开关，所以比起 Turn-on 来，Turn-off 的速度更容易影响到损耗。下图表示驱动电
路的一例。 
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4. 应用电路例 

4.1 峰值电流固定控制(R2A20134EVB-NN1P、电流临界、峰值电流控制方式) 

下图表示使用峰值电流控制构成降压转换器时的概况图。 
通过将电感器电流输入 CS 引脚，并使用过电流检测使电感器电流的峰值保持固定，能够将电感器电流(＝输
出电流)保持固定。 
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在 Vin＞Vout 的范围内，电感器电流的峰值保持固定。 
通过增加 Cin 的电容值，使 Vin 的电压波形成为 Vin＞Vout 的脉动电流，电感器电流的峰值将始终保持固
定，能够有效降低输出电流 Iout 的纹波电流。 
而且，因为在峰值电流固定控制时不使用误差放大器，所以能够比误差放大器控制减少外围元件的数量。 
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4.2 误差放大器控制(R2A20134EVB-NN1E、电流临界、平均电流控制方式) 

下图表示使用误差放大器控制构成降压转换器时的概况图。 
向 VFB 输入电感器电流信息并调整误差放大器的导通时间，使电感器电流(＝输出电流)保持固定。 
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当使用误差放大器来进行控制时，在通常工作期间，导通时间保持固定。 
因为导通时间固定，所以电感器电流的峰值与输入电压成正比地变化。 
这样，能够获得与输入电压相应的输入电流波形，改善功率因数。 
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5. 评估板(R2A20134SP EVB-xx) 

R2A20134SP EVB-xx 是用于评估 LED 照明用 IC R2A20134SP 的电路板。根据电路结构的不同，共有下述
六种电路板(部分尚在开发中)，可以根据用途和所需特性来区分使用。各电路结构中已经搭载了必要的外围电路，
只要连接电源和 LED 负载便可评估 R2A20134SP。 

5.1 电路板规格一览 

电路板型号 
R2A20134 
EVB-NN1E 

R2A20134 
EVB-NN1P 

R2A20134 
EVB-NN2 

R2A20134 
EVB-ND 

R2A20134 
EVB-IN 

R2A20134 
EVB-ID 

绝缘/ 
非绝缘 

非绝缘 绝缘 

工作模式 
CRM 

(电流临界) 
固定 SW 频率(输入功率固定) 

拓扑结构 降压/高压侧 SW Buck-Boost/低压侧 SW 反激 

控制方式 平均电流控制 峰值电流控制 

概要 

支持 

TRIAC 
调光 

— 

简易电路 

(AC100V 
only: TBD) 

 —  

AC 输入
电压(V) 

100 100 100 100 100 100 

输出 Vf 

(V) 
65/35 65/35 30 30 30 30 

初始常数

设定 

LED 电流 

(mA) 
100 100/120 120 240 120 250 

适用的灯泡尺寸 E26 E26 E17 E26 E17 E26 

基板尺寸(mm) 33.536 max 33.536 max 2035 max 33.536 max 2035 max 33.536 max

外观照片 

  
效率 92%/87% 89%/87% 84% 75% 82% TBD 

代表特性 
功率因数 0.93/0.94 0.6/0.53 0.7 0.91 0.73 TBD 

特点 
高效率 
高功率因数 

高效率 
元件最少 

元件最少 
纹波小 

支持 TRIAC 
调光 

绝缘型 
绝缘型 

支持 TRIAC 
调光 

备注    内置填谷电路  正在开发中 
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5.2 R2A20134EVB-NN1E(非绝缘、无调光、单转换器 PFC 控制) 

5.2.1 R2A20134EVB-NN1E 电路图(误差放大器控制方式) 
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5.2.2 R2A20134EVB-NN1E(误差放大器控制方式)元件列表 
Vin = AC85～132V, Vf = 65V, ILED = 100mA 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

 P.C.B R2A20134EVB 1     

U1 IC R2A20134SP 1   Renesas  

M1 MOSFET RJK5030DPD 1 500V 1.6 Renesas  

D1 Switching diode HSU83-E 1 250V 100mA Renesas  

D2 FRD M1FL40 1 400V 1.5A Shindengen  

D3 FRD RKS160AKU 1 600V 100mA Renesas  

D4 Diode bridge S1NBB80 1 800V 1A Shindengen  

ZD1 Zener diode RD20FS 1 20V 1W Renesas  

L1 Choke coil #8RDB-331K 1 330H 200mA Toko  

L2 Choke coil 13RHBP A7502HY-152M 1 1.5mH 400mA Toko  

C1 Ceramic capacitor GRM188B31H473K 1 47nF 50V Murata  

C2 Ceramic capacitor GRM188B31H104K 1 0.1F 50V Murata  

C3 open  0     

C4 Ceramic capacitor GRM32EB31E226KE15B 1 22F 25V Murata  

C5 Film capacitor ECQE2W224JH 1 0.22F 450V Panasonic  

C6 Chemical capacitor EKY-101ELL820MJ20S 1 82F 100V Chemicon  

F1 Fuse HTS 500mA 1 250V 500mA Skygate  

R1 Resistor 150 1 150 1/16W  1% 

R2 Resistor 4.3k 1 4.3k 1/16W  1% 

R3 Resistor 39k 1 39k 1/16W  1% 

R4 Resistor open      

R5 Resistor 150k 1 150k 1/16W   

R6 Resistor 7.5k 1 7.5k 1/16W   

R7 Resistor 200k 1 200k 1/4W  400V 耐压

R8 Resistor 200 1 200 1/16W   

R9 Resistor 68k 1 68k 1/16W   

R10 Resistor 1.0 1 1.0 1/8W  1% 

R11 None       

R12 Resistor 3.6k 1 3.6k 2W   

R13 Resistor 51k 1 51k 1/4W   

TP1       L 

TP2       N 

TP3       LED(+) 

TP4       LED(–) 

 
参考：改成 Vin = AC140～220V、Vf = 30V、ILED = 400mA 规格所需的元件列表 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

M1 MOSFET RJK6002DPD 1 600V 5.7 Renesas  

D2 FRD CRF03 1 600V 1.5A Toshiba  

L1 Choke coil LHL08TB102J  1mH 800mA Taiyo Yuden  

C3 Ceramic capacitor GRM188R11E473KA01D 1 0.047F 50V Murata  

C5 Film capacitor ECQE2W104JH  0.1F 450V Panasonic  

C6 Chemical capacitor EKY-500ELL331MJ25S  330F 50V Chemicon  

R1 Resistor 3.3k 1 3.3k 1/16W  1% 

R2 Resistor 820 1 820 1/16W  1% 

R7 Resistor RK73B 2B T TD 434 J  430k 1/4W KOA 400V 耐压

R10 Resistor RL1220S-R33-F  0.33 1/4W Susumu 1% 
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5.2.3 R2A20134EVB-NN1E 电路板评估数据(7W 时 Vf = 65V，4W 时 Vf = 35V) 
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5.2.4 R2A20134EVB-NN1E(误差放大器控制)的工作说明和常数设定 

[ ]
Vin = 80Vac to 120Vac, Iout = 0.1A, Vf = 65V, C1 = 82μF, Ri2 = 3.6kΩ, Ri1 = 200kΩ
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1. 启动操作和决定 Cin 的电容值 

(a) 待机状态 

当 Vcc 电压为 UVL Hi 电压即 12V 以下时，R2A20134SP 处于待机状态，待机电流约为 130A。此
时，电源电容 Cin 以(Iss1-130A)的电流充电。 

(b) 激活状态 

当 Vcc 电压达到 UVL Hi 电压即 12V 以上时，进入激活状态，IC 的消耗电流为 Icc=2.2mA。UVL 有 
2.8V 的滞后，在 Vcc 变成 9.2V 以下之前保持激活状态。 

激活之后，Vout 立即处于 0V 附近，对 IC 供应的电流为 Iss1 = (Vin–Vcc)/Ri1 = (1002–12)/200k = 
647A，由于 Icc(= 2.2mA) > Iss1(= 647A)，所以 Vcc 降低。 

在 Vcc 变成 9.2V 以下之前，Vout 上升，如果 Icc 小于 Iss1+Iss2，LED 将正常点亮。因此，在达到 Iss2 
能对 Icc 供应足够电流的输出电压 Vout1 之前，Cin 必须保持电压。 

 
<选择 VCC 电容 Cin> 

Vcc 不会下降的条件是 Iss1+Iss2 为 2.2mA 以上，所以，在 Vout 的电压达到 Iss2 = 2.2mA–Iss1 = 
1.55mA 以上的电压 Vout1 之前，必须由 Cin 来保持 Vcc。由于 Ri2 为 3.6k，所以根据 Vout = 3.6k 
 1.55mA + 12V + VF(1V)，满足上述条件的 Vout 的电压约为 19V。 

如果设保持电压为 Vhys，则 Cin 的保持时间 th 可以简单地通过 th = Vhys  Cin/(Icc–Iss1) 求出。达到 
Vout1 所需的时间 t1 是由 Iout 对 C1 进行充电的时间决定，但在启动时 Iout 的电流也处于向目标电
流增加的过程中，所以不容易求出，因此最终要通过试凑法来进行调整。 

但是，如果要计算出达到 Vout1 所需的大体时间，可以通过将启动中的 Iout 的电流设为目标值的 1/2 
来计算。本例中，Iout = 0.1A，所以启动中的 Iout 的电流为 0.05A。 

当 AC 输入电压为最低工作电压时，Iss1 较小，达到 Vout1 所需的时间也趋于变长，所以实际调整时
请在最低工作电压下进行调整。 
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◆当设计条件中的最低工作电压 Vin = 80Vac 时，通过下述流程决定 Cin。 
 
1) 求出 Iss2 能对 Icc 供应足够电流的输出电压 Vout1， 

根据·Vout1 = Ri2  (2.2mA – (Vin / Ri1)) + UVL_Hi + Vf 
 = 3.6k  (2.2mA – (80 2 / 200k)) + 12 + 1 = 18.9V 
当 Vout1 为 18.9V 以上时，Iss1 + Iss2 > Icc (= 2.2mA) 

 
2) 求出达到 Vout1 所需的时间 t1 

t1 = C1  Vout1 / Iout1 
 = 82  18.9 / 0.05 = 31ms 

 
3) 求出 Vcc 电容 Cin 

Vcc 的减少量 Vhys 请控制在 Hysuvl = 2.8Vtyp 以内。 

这里设 Vhys = 2.5V。 

Cin = t1  (2.2mA – (Vin / R7)) / Vhys 
 = 31ms  ( 2.2mA – (80 2 / 200k)) / 2.5 = 20.27F 

 
4) 在最低工作电压 80Vac 下进行调整 

利用本公司的评估板，选用 22F 的 Cin，在最低输入电压 Vin = 80Vac 下进行启动评估，结果能够顺利
启动而无间歇性工作，所以选用 22F 的 Cin。 
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2. 决定电流设定电阻 Rcs 的外围和电感器 L2 

下面，以前述计算条件进行计算。 

<选择 Rcs> 

如果是降压电路，一旦输入电压低于输出电压将无法工作，因此实际供应电流的时间比例为 1–2  Arcsin 
(30V/140V  1.414)/ = 约 90%，因而工作时间内的平均供应电流为 400mA/0.9 = 444mA。 
此时，流经 Rcs 的峰值电流为临界模式工作下的三角波的峰值，达到平均电流的 2 倍 = 888mA，由于
是用于改善功率因数的电流波形，所以最大值约为其 1.4 倍左右，达到 888mA  1.4 = 1.24A。 
这里，CS 引脚的 OCP 检测电压为 0.6V，所以电阻值必须为 0.6/1.24 = 0.48 以下。 
这样，选择 0.33 的 Rcs，使 OCP 检测点达到通常的 150% 以下。 

<选择 Rfb1、Rfb2> 

对 FB 电压赋予的 Rfb1、Rfb2 的分压比设定为 Vfb = (Vref – Vcs)/(Rfb1 + Rfb2)  Rfb2 + Vcs = 0.6V。 
前项中决定的 Rcs 的平均两端电压 Vcs = 0.33  400mA = 0.132V，所以 
(0.6V – 0.132V)/(5.0V – 0.132V) = Rfb2/(Rfb1 + Rfb2) 
如果选用 39k 的 Rfb1以使 Rfb + Rfb2 为 50k 左右，则 Rfb2 = 4.12k = 3.3k + 0.82k。 

<选择 L2> 

首先，决定最小振荡频率。这里选用 50kHz。 
在临界模式工作下，在电流达到最大＝输出入电位差达到最大的瞬间，达到最小振荡频率。 
此时的 FET 的导通 Duty 为 30V/(140  1.414) = 0.15，因此 Ton = 0.15/50kHz = 3S。 
另一方面，电感器的电流变化量与前述的 Rcs 的峰值电流相等，所以  
L = (Vin – Vout)  T/I = (197V – 30V)  3S/1.24A = 404H， 
最终选择能够买到的接近的 390uH 的 L2。 

3. 设定反馈放大器的环路滤波器 

图中显示 R2A20134EVB-NN1E 的频率特性。 
本控制为电流模式(一次延迟系统)且能稳定工作，但是为了改善功率因数，推荐设定下图的 CEO，这样能够
在 AC 频率 fLINE = 50～60Hz 的两倍(100～120Hz)以下时，使环路增益为 0dB。 
而且，通过将 CR 滤波器(Cf1、Rf1)插入 FB 引脚，将 CR 滤波器的极 p0 设定为最低开关频率 fMIN 以
下，能够在宽输入电压范围内确保输出电流固定。 

FB
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Cf1

CEO
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5.3 R2A20134EVB-NN1P(非绝缘、无调光、峰值电流控制、降压) 

5.3.1 R2A20134EVB-NN1P 电路图 
【注】 使用的是与 R2A20134EVB-NN1E 相同的基板，但改变了元件和接线。 
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5.3.2 R2A20134EVB-NN1P 元件列表 
【注】 使用的是与 R2A20134EVB-NN1E 相同的基板，但改变了元件和接线。 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

 P.C.B R2A20134EVB 1    沿用 NN1E 

U1 IC R2A20134SP 1   Renesas  

M1 MOSFET RJK5030DPD 1 500V 1.6 Renesas  

D1 Switching diode HSU83-E 1 250V 100mA Renesas  

D2 FRD M1FL40 1 400V 1.5A Shindengen  

D3 FRD RKS160AKU 1 600V 100mA Renesas  

D4 Diode bridge S1NBB80 1 800V 1A Shindengen  

ZD1 Zener diode RD20FS 1 20V 1W Renesas  

L1 Choke coil #8RDB-331K 1 330H 200mA Toko  

L2 Choke coil 13RHBP A7502HY-152M 1 1.5mH 400mA Toko  

C1 Ceramic capacitor open      

C2 Ceramic capacitor GRM188B31H104K 1 0.1F 50V Murata  

C3 short  1     

C4 Ceramic capacitor GRM32EB31E226KE15B 1 10F 25V Murata  

C5 Chemical capacitor 450BXF10M1016 1 10F 450V Rubycon  

C6 Chemical capacitor 100YXJ22M6.311 1 22F 100V Rubycon  

F1 Fuse HTS 500mA 1 250V 500mA Skygate  

R1 open       

R2 open       

R3 open       

R4 open       

R5 Resistor 390k 1 390k 1/16W   

R6 open       

R7 Resistor 200k 1 200k 1/4W  400V 耐压

R8 Resistor 200 1 200 1/16W   

R9 Resistor 68k 1 68k 1/16W   

R10 Resistor 3.0 1 3.0 1/8W  1% 

R11 None       

R12 Resistor 3.6k 1 3.6k 2W   

R13 Resistor 51k 1 51k 1/4W   

TP1       L 

TP2       N 

TP3       LED(+) 

TP4       LED(–) 

 
参考：改成 Vin = AC140～220V、Vf = 30V、ILED = 400mA 规格所需的元件列表 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

M1 MOSFET RJK6002DPD 1 600V 5.7 Renesas  

D2 FRD CRF03 1 600V 700mA Toshiba  

L1 Choke coil RFS1317-394L  680H 800mA Coil Craft  

C5 Chemical capacitor 450BXC4R7M1016  4.7F 450V Rubycon  

C6 Chemical capacitor 050YXJ4R7M511  4.7F 50V Rubycon  

R7 Resistor RK73B 2B T TD 404 J  400k 1/4W KOA 400V 耐压

R8 Resistor MCR01MZPJ220  22 1/16W ROHM  

R10 Resistor RL1220S-R75-F  0.75 1/4W Susumu 1% 

【注】 AC220V 时，必须将 D2 M1FL40 改为 500V 以上的型号。 
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5.3.3 R2A20134EVB-NN1E、NN1P 共用电路板图 
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5.3.4 R2A20134EVB-NN1P 电路板评估数据 
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5.3.5 R2A20134EVB-NN1P 的工作说明和常数设定 
【注】 使用的是与 R2A20134EVB-NN1E 相同的基板，但改变了元件和接线。 

[ ]
Vin = 85Vac 110Vac, Vout = 65Vdc, Iout = 0.1A,  50kHz

C1

L2
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Cin

Q 1
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1. 电流临界、峰值电流控制下的电感器 L 的选择 
 

<决定最小振荡频率> 

为了避开可听频率，这里选用 50kHz。此时的周期为 T = Ton + Toff = 20S。 
 

<选择电感器 L> 

而且，根据设计条件 Vout=65V、Iout=100mA，电流的变化量 I = 2  Iout = 200mA。 

因为是临界模式工作，所以在输出入电位差达到最小的瞬间，达到最小振荡频率。 

如果在不低于 IC 可工作电压的范围内将该输出入电压设定为 20V，则 

Ton = L  I/(Vin – Vout) 且 Toff = L  I/Vout，所以 T = L  I  Vin/(Vout  (Vin – Vout))， 

而 L = T/I/Vin  Vout  (Vin – Vout) = 20S/200mA/85V  65V  20V = 1.53mH 

选择 1.5mH 的电感器 L，这样，考虑到温度上升和磁饱和，足够流动 200mA 的电流。 
 
2. 电流临界、峰值电流控制下的 Rcs 的选择 

同上，根据设计条件 Iout=100mA，峰值电流值为 I = 2  Iout = 200mA。 

而且，IC 的内部比较器的基准电压为 Vcs=0.6V，因而电流检测电阻 Rcs = 0.6V/200mA = 3。 
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3. 选择输入电容 C2 
 

<预估输入功率> 

根据 arcsin (Vout/(2  Vac))/ = arcsin (65/(1.414  85))/3.14  0.182， 
对输入电压整流后的脉动电流波形低于 Vout 的期间为 0.182  2  10mS = 3.64mS。 

由于输出功率为 65V  100mA = 6.5W，因此如果设电路的效率为 90%，则输入功率为 6.5/0.9 = 7.33W。 
 

<设定输入电容 C2> 

如果设 C2的两端电压的平均值为峰值电压(85Vac  2 = 约 120V)与下限值(65V + 20V = 85V)的中间值 
103V，则 C2 应保持的电荷量 Q2为 
Q2 = 7.33W/103V  3.64mS = 0.26mC， 

由于必须将此电荷量下的电位降控制在 120 – 85 = 35V 以内，所以根据 C = Q/V，C2必须为 C2 = 
0.26mC/35V = 7.4F 以上。 

这里考虑到允许误差等，选用 10F。 
 
4. 最小 RAMP 频率设定电阻 Rrt 的选择 
 

<推算 MOSFET 的导通期间> 

在电流临界、峰值电流控制的情况下， 

根据数式 V = L  di/dt， I = (Vin – Vout)/L  Ton 

根据设计条件，I = 2  Iout = 200mA，所以 Ton = 200mA  1.5mH/65V  4.6S。 
 

<选择频率设定电阻 Rrt> 

为了确保 4.6S 以上的 Ton，根据 V = Q/C = Ton  Irt/C， 

灯充电电流的设定值为 Irt = V  C/Ton 

在峰值电流控制的情况下，COMP 电压被钳位在 4V，减去加在 Ramp 电压上的 1V，则 V = 3V。 

而且，因为内部电容 C = 10pF、电流反射镜电路的倍率为 1/10，所以 
Irt = 3V  10pF/(4.6s  10)  65 A 
据此，必须满足 Rrt = Vrt/Irt = 2V/0.65A  30.8k 以上。 
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5.4 R2A20134EVB-NN2 (非绝缘、无调光、峰值电流控制、Buck-Boost) 

5.4.1 R2A20134EVB-NN2 电路图(Vin = 85-132Vrms、Iout = 0.12A、VF = 30V) 
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5.4.2 R2A20134EVB-NN2 元件列表 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

IC1 IC R2A20134SP 1   Renesas  

Q1 MOSFET RJK5030DPD 1 500V 1.6 max Renesas  

Q2 MOSFET HAT2226 1 600V 52 Renesas  

DB1 Bridge diode MB6S 1 420Vrms 0.5A   

D5 FRD CRF03 1 600V 0.8A Toshiba  

D6 Diode HSC119-E 1   Renesas  

ZD3 Zener diode RKZ20B2KJ 1 20V  Renesas  

C2 Ceramic capacitor RDER72J104K8K1C11B 1 630V 0.1F Murata  

C5 Chemical capacitor EKY-800ELL270MHB5D 1 100V 27F Nippon 

Chemical 

811.5 

C8 Ceramic capacitor GRM21BR71H105KA12L 1 50V 1F Murata 2012 size 

C9 Ceramic capacitor GRM155R71C104KA88J 1 16V 0.1F Murata 1005 size 

R1 Resistor RK73H2ATTD1R5F 1 1/8W 1.5 KOA 2012 size 

1% 

R2 Resistor RK73B3ATTD274J 1 1/4W 270k KOA 3216 size 

R3 Resistor RK73B3ATTD274J 1 1/4W 270k KOA 3216 size 

R7 Resistor RK73B1ETTD204J 1 1/16W 200k KOA 1005 size 

R9 Resistor RK73B1ETTD470 1 1/16W 47 KOA 1005 size 

R10 Resistor RK73B1ETTD473J 1 1/16W 47k KOA 1005 size 

R11 Resistor RK73B2ATTD514J 1 1/8W 510k KOA 2012 size 

L1 Coil LQH55DN681M03 1  680H Murata  

L2 Choke coil RP1315B-102M 1  1mH Sumida  

  A7503CY-102M or   Toko  
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5.4.3 R2A20134EVB-NN2 电路板图 
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5.4.4 R2A20134EVB-NN2 电路板评估数据 
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5.4.5 R2A20134EVB-NN2 的常数决定方法 

[设计条件] 
Vin = 85Vac～132Vac, Vout = 30Vdc, Iout = 0.12A 

在频率固定、峰值电流控制的情况下，采用将输入功率固定的控制方式。 

【注】 如果采用输入功率固定控制，则流经电感器的电流会变得不连续。 
 
1. 固定频率模式下的用于设定频率的电阻 Rrt 的选择方法 
 

<选择固定振荡频率> 

为了避开可听频段，这里选用 50kHz。 
 

<选择振荡频率设定电阻 Rrt> 

根据 3.4 项的数式， 
 

1

(100 × 10–9 × Rrt) + (450 × 10–6)  
fout [kHz] =

 
 

算出 Rrt = 195.5k，选用 200k 的 Rrt。此时的频率为 48.9kHz。 
 

<选择电感器 L> 

在输入功率固定控制操作下，电感器电流会变得不连续，所以首先要求出临界条件。 

最苛刻的条件是：如果设 Vin 的最小值为 80V、Vout 的最小值为 30V，则 Duty 为 
Vout/(Vin + Vout) = 30/(80 + 30) = 0.273 

【注】 如果在 Vin 最小、Vout 最小的条件下 Duty 超过 50%，则在下面的计算中，将 Duty 的最终结果视
为 50%。 
由于频率为 48.9kHz，因此 Ton = 0.273/48.9kHz = 5.58S 

如果设 Vin=80V、Pin=4W，则 Iin(ave) = 4/80 = 50mA，Iin(peak) = Iin(ave)  2/Duty = 367mA 

据此，L = Vin  Ton/Iin(peak) = 1.2mH 以下 

考虑到允许误差等，根据标准的电感配置，选用 1mH 的电感器 L。 
 

<选择电流检测电阻 Rcs> 
Iin(peak) = (Pin  2  T/L) = (4W  2/48.9kHz/1mH) = 404mA 
根据 Vcs=0.6V，选用 1.5 的 Rcs。 
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5.5 R2A20134EVB-ND(非绝缘、有调光、峰值电流控制、Buck-Boost) 

5.5.1 R2A20134EVB-ND 电路图 
(Vin = 85-132Vrms、Iout = 0.24A、VF = 30V、泄放电流 11mA) 
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5.5.2 R2A20134EVB-ND 元件列表 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

IC1 IC R2A20134SP 1   Renesas  

Q1 MOSFET RJK5030DPD 1 500V 1.6 max Renesas  

Q2 MOSFET RJK6025DPD 1 600V  Renesas  

Q4 MOSFET 2SK3107 1 30V 8 Renesas  

Q5 MOSFET 2SK3107 1 30V 8 Renesas  

DB1 Bridge diode MB6S 1 420Vrms 0.5A   

D1 Diode M1F60 1 600V 1A Shindengen  

D2 Diode M1F60 1 600V 1A Shindengen  

D3 Diode M1F60 1 600V 1A Shindengen  

D4 Diode M1F60 1 600V 1A Shindengen  

D5 FRD CRF03 1 600V 0.7A Toshiba  

D6 Diode HSC119-E 1 80V 100mA Renesas  

ZD1 Zener diode RKZ5.1B2KJ 1 5V  Renesas  

ZD2 Zener diode HZU3ALL-E 1   Renesas  

ZD3 Zener diode RKZ20B2KJ 1 20V  Renesas  

C2 Ceramic capacitor RDER72J104K8K1C11B 1 630V 0.1F Murata  

C3 Chemical capacitor UCY2D470MPD 1 200V 47F Nichicon 105°C, 
1020 

C4 Chemical capacitor UCY2D470MPD 1 200V 47F Nichicon 105°C, 
1020 

C5 Chemical capacitor 100VYXJ27uF6.311 1 100V 27F Rubycon 105°C, 
6.311 

C7 Ceramic capacitor GRM21BR71H105KA12L 1 50V 1F Murata 2012 size 

C8 Ceramic capacitor GRM32EC81E226KE15L 1 25V 22F Murata 3225 size 

C9 Ceramic capacitor GRM155R71C104KA88J 1 16V 0.1F Murata 1005 size 

C11 Ceramic capacitor —  —   No mount 

R1 Resistor SR732ATTDR68F 1 1/4W 0.68 KOA 2012 size 

1% 

R2 Resistor RCR25C224J 1 1/4W 220k KOA High 

voltage 

R3 Resistor RCR25C105J 1 1/4W 1M KOA High 

voltage 

R4 Resistor RK73B1JTTD104J 1 1/10W 100k KOA 1608 size 

R5 Resistor RK73B3ATTD152J 1 1/4W 1.5k KOA 3216 size 

R6 Resistor RK73B1JTTD103J 1 1/10W 10k KOA 1608 size 

R7 Resistor RK73B1JTTD204J 1 1/10W 200k KOA 1608 size 

R8 Resistor RK73Z1JTTD 1 1A 0 KOA 1608 size 

R9 Resistor RK73B1JTTD470J 1 1/10W 47 KOA 1608 size 

R10 Resistor RK73B1JTTD473J 1 1/10W 47k KOA 1608 size 

R11 Resistor RK73B2ATTD514J 1 1/8W 510k KOA 2112 size 

R12 Resistor RK73B1JTTD243J 1 1/10W 24k KOA 1608 size 

R13 Resistor jumper chip 1  0 KOA 3216 size 

R15 Resistor RK73B1JTTD513J 1 1/10W 51k KOA 1608 size 

R16 Resistor RK73B1JTTD514J 1 1/10W 510k KOA 1608 size 

L1 Coil RCH875-821K 1  820H Sumida  

L2 Choke coil RCP1317NP-391L 1  390H Sumida  

F1 Fuse HTS1A 1 AC250V 1A Skygate  
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5.5.3 R2A20134EVB-NN2 电路板图 
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5.5.4 R2A20134EVB-ND 特性数据(泄放电流 11mA 时) 
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5.5.5 R2A20134EVB-ND 特性数据 
(Vin = 85-132Vrms、Iout = 0.24A、VF = 30V、泄放电流 20mA 时) 
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5.5.6 R2A20134EVB-ND 的工作说明和常数的决定方法 

[设计条件] 

Vin = 85Vac～132Vac, Vout = 30Vdc, Iout = 0.24A 

 
1. 固定频率模式下的频率设定用电阻 Rrt、电感器 L 的决定方法 

除调光电路以外的其他电路的各常数的决定方法与 R2A20134EVB-NN2 相同，请参照第 5.4.4 项。 
 
2. 支持 TRIAC 调光的电路的工作和常数决定方法 
 

<R2A20134SP 的峰值电流控制工作的说明> 

下图表示 Buck-Boost不连续模式的系统图和电感器电流(IL)的时序图。 

ILpeak
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由于 R2A 20134 是在频率固定、峰值电流模式下工作，所以 

在 MOS 的导通期间(Ton)，IL 经由 MOS 流向 GND，从 ILzero 上升到 ILpeak， 

在 MOS 的断开期间(Toff)，IL 经由 FRD 流向 LED，从 ILpeak 下降到 ILzero。 

因而，经 Cout 过滤后的 LED 的平均电流 Iout(ave.)为 
 

Iout(ave.) = 0.5  Toff/T  ILpeak， 
 

由于 Toff = L  ILpeak/Vled，所以 
 

Iout(ave.) = 0.5  L  ILpeak^2/(Vled  T)。 
 

对于评估板而言，由于 Vled = 70V、L = 1mH、fsw = 47kHz (T = 21.3sec)，所以 
 

Iout(ave.) = 0.335 ILpeak^2。 
 

R2A20134 进行控制以使该 ILpeak 固定。 
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<R2A20134SP 通过控制 COMP 引脚电压来实现调光控制> 

在频率固定峰值电流模式的情况下，R2A20134SP 的 COMP 引脚开放时的电压 Vcomp 被内部齐纳二极
管钳位在 4.1Vtyp。 

在 Vcomp 为 2V～4V 的范围内，峰值电流检测电平与开放时相同，但当 Vcomp 为 2V 以下时，其检
测电平下降，1V 以下时检测关闭。 

4321

0.6

Vcomp (V)

Vcs (V)

0.0

0  

 
因而，如果检测出全波整流后的 TRIAC 调光相位电压的角度并转换成 Vcomp 电压，就能对 1项中所
述的 

Iout(ave.) = 0.335  Ilpeak^2 的 ILpeak 进行线性控制，这样就能实现对 LED 电流 Iout(ave)的非线性控
制(乘方特性)。 
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<TRIAC 相位检测> 

下图表示 TRIAC 相位检测部的电路和相位控制波形图。 
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电桥整流器(BD)将 AC 线路的电压(Vac-(a))转换成 Vbd-(b)所示的半波正弦波。对于由 TRIAC 调光器
来控制相位的 AC 线路电压(Vac-(d))，则例如 50% 半波正弦波成为 Vbd -(e)那样。 

由 R1、R2、R3及 Q1 直接导出此半波正弦波(Vbd)作为与 TRIAC 调光相位对应的 Duty 信号的反转信
号(Vd-uty N)。 

由连接于 COMP 引脚的电容 C 对此相位检测信号进行过滤，从而能够通过使用 COMP 引脚的 DC 控
制来实现调光。 
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<设定 COMP 引脚的控制电压> 
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如 2 项中所述，在 COMP 引脚的控制电压为 1V～2V 的范围内，其峰值电流检测电平受到线性控制。 

以对应于此控制电压范围的方式决定 ZD 的电压、R4 及 R5 的常数。 
 

 设定调光范围及计算 Duty 转换率 
 

设定所需的调光范围，求出 Duty 转换率。 

这里，选用 20%～80% 的调光 Duty 范围。 

由于是将 60% 的 Duty 转换成 1V～2V 的控制电压，所以转换率为 60%/V。 

根据此转换率，100% Duty 的电压为 ZD 的选择电压(Vz)。 
 

Vz = (100% – 80%) / 60%  1V + 2(V) = 2.33V 
 
【注】 1. 关于齐纳二极管的选用，选择参照特性数据实际流动的电流值下的齐纳电压为 2.33V 的对象，而非

额定齐纳电压。 
 

接下来求出 0% Duty 的电压(Vo)。 
 

Vo = 1V – 20%/60%  1V = 0.67V 
 

以在 0% Duty时使 Vo=0.67V 的方式选择 R4、R5。 
 

R4:R5 = 0.67  (5 – 0.67) = 6.46:1 
 
【注】 2. 由于 COMP 引脚上有 9.5A(typ.)的源极电流，所以请将 R4、R5 的总电阻值设定为 50k 以上。 
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5.6 R2A20134EVB-IN(绝缘、无调光、峰值电流控制) 

5.6.1 R2A20134EVB-IN 电路图 
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5.6.2 R2A20134EVB-IN 元件列表 
Vin = AC85～132V、Vf = 35V、ILED = 100mA 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

IC1 IC R2A20134SP 1   Renesas  

Q1 MOSFET RJK6002DPD 1 600V 1.6 MAX. Renesas  

DB1 Diode Bridge MB6S 1 600V 0.5A   

D1 Diode RKH0160AKU 1 600V 200mA   

D2 Diode CRH01 1 200V 1A   

D3 Diode HSU83-E 1 250V 100mA Renesas  

D4 Diode HSC119 1 80V 100mA Renesas  

ZD1 Zener Diode RD20SB2 1 20V 200mW Renesas  

C1 Chemical Capacitor EKY-500ELL101MHB5D 1 50V 100F   

C2 Capacitor GRM43DR72J104KW01L 1 630V 0.1F Murata 4532 size 

C3 Capacitor GRM31CC8YA106KA12L 1 35V 10F Murata 3216 size 

C4 Capacitor GRM155R71C104KA88J 1 16V 0.1F Murata 1005 size 

C5 Capacitor open 1    1005 size 

C6 Capacitor GRM155R71C104KA88J 1 16V 0.1F Murata 1005 size 

C7 Capacitor GRM31B5C2J102JW01L 1 630V 1000pF Murata 3216 size 

R1 Resistor 100 1 1/16W 100  1005 size 

R2 Resistor 200k 1 1/8W 200k  2012 size 

R3 Resistor 1.5 1 1/8W 1.5  2012 size 

R4 Resistor 100k 1 1/8W 100k  2012 size 

R5 Resistor 200k 1 1/16W 200k  1005 size 

R6 Resistor open 1    1005 size 

R7 Resistor 100k 1 1/8W 100k  2012 size 

R8 Resistor 150 1 1/16W 150  1005 size 

R9 Resistor 68k 1 1/16W 68k  1005 size 

R10 Resistor 5.1k 1 1/16W 5.1k  1005 size 

R11 Resistor 120k 1 1/16W 120k  1005 size 

R12 Resistor 270k 1 1/4W 270k  3216 size 

R13 Resistor 100k 1 1/8W 100k  2012 size 

L1 Choke Coil LQH43CN471K03 1  470H Murata  

T1 Transformer Y11009 1   TDK  
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5.6.3 R2A20134EVB-IN 基板图 
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5.6.4 R2A20134EVB-IN 电路板评估数据 
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5.7 R2A20134EVB-ID(绝缘、有调光、峰值电流控制) 

5.7.1 R2A20134EVB-ID 100V系列 电路图 
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5.7.2 R2A20134EVB-ID 220V系列 电路图 
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5.7.3 R2A20134EVB-ID 100V系列 元件列表 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

IC1 IC R2A20134SP 1   Renesas  

Q1 MOSFET RJK6002DPD 1 600V  Renesas  

Q2 MOSFET RJK6002DPD 1 600V  Renesas  

Q4 MOSFET 2SK3107 1 30V 8 Renesas  

Q5 MOSFET 2SK3107 1 30V 8 Renesas  

DB1 Diode bridge MB6S 1 600V 0.5A   

D1 Diode M1F60 1 600V 1A Shindengen  

D2 Diode RKH0160AKU 1 600V 200mA Renesas  

D3 无此型号       

D4 无此型号       

D5 Diode CRF03 or 600V 0.7A Toshiba  

D6 Diode HSC119-E 1 80V 100mA Renesas  

D7 Diode open 1     

ZD1 Zener diode RKZ5.1B2KJ 1 5V  Renesas  

ZD2 Zener diode HZU3ALL-E 1 3V  Renesas  

ZD3 Zener diode RKZ18B2KJ 1 18V  Renesas  

C1 Ceramic capacitor RDER72J104K8K1C11B 1 630V 0.1F Murata  

C2 Ceramic capacitor open 1 630V 0.1F Murata 4532 size 

C3 Ceramic capacitor GRM43DR72J104KW01L 1 630V 0.1F Murata 4532 size 

C4 Ceramic capacitor GRM31B5C2J102JW01L 1 630V 1000pF Murata 3216 size 

C5 Chemical capacitor EKY-500ELL101MHB5D 1 50V 100F Nippon 

Chemi-Con 

105°C, 
811.5 

C6 无此型号       

C7 Ceramic capacitor GRM21BR71H105KA12L 1 50V 1F Murata 2012 size 

C8 Ceramic capacitor GRM32EC81E226KE15L 1 25V 22F Murata 3225 size 

  GRM32ER71E226KE18L or 25V 22F Murata 3225 size 

C9 Ceramic capacitor GRM155R71C104KA88J 1 16V 0.1F Murata 1005 size 

C10 无此型号       

C11 Ceramic capacitor open  50V   No mount 

C12 无此型号       
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Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

R1 Resistor RK73H2ATTD1R20F 1 1/8W 1.2 KOA 2012 size 

1% 

R2 Resistor RCR25C514J 1 1/4W 510k KOA 高耐压 

R3 Resistor RCR25C105J 1 1/4W 1M KOA 高耐压 

R4 Resistor RK73B1JTTD104J 1 1/10W 100k KOA 1608 size 

R5 Resistor RK73B3ATTD751J 1 1/4W 750 KOA 3216 size 

R6 Resistor RK73B1JTTD103J 1 1/10W 10k KOA 1608 size 

R7 Resistor RK73B1JTTD124J 1 1/10W 120k KOA 1608 size 

R8 Resistor RK73Z1JTTD 1 1A 0 KOA 1608 size 

R9 Resistor RK73B1JTTD470J 1 1/10W 47 KOA 1608 size 

R10 Resistor RK73B1JTTD473J 1 1/10W 47k KOA 1608 size 

R11 Resistor RK73B2ATTD514J 1 1/8W 510k KOA 2012 size 

R12 Resistor RK73B1JTTD163J 1 1/10W 16k KOA 1608 size 

R13 无此型号       

R14 Resistor open 1   KOA 3216 size 

R15 Resistor RK73B1JTTD513J 1 1/10W 51k KOA 1608 size 

R16 Resistor RK73B2BTTD274J 1 1/4W 270k KOA 3216 size 

R17 Resistor NM 1 1/10W 1M KOA 1608 size 

1% 

R18 Resistor 0 1 1/10W 120k KOA 1608 size 

1% 

R19 无此型号       

VR1 Variable resistor 在 01608 下短路 1 0.1W 22k Murata PVZ2A 

L1 Coil TSL0709RA102 1  1mH TDK  

T1 Transformer Y10450-2A 1   TDK  

F1 Fuse HTS 1A 1 AC250V 1A Skygate  
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5.7.4 R2A20134EVB-ID 220V系列 元件列表 

Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

IC1 IC R2A20134SP 1   Renesas  

Q1 MOSFET 2SK1528S 1 900V 4A Renesas LDPAK(S)-(1) 

Q2 MOSFET RJK6002DPD 1 600V 5A Renesas  

Q4 MOSFET 2SK3107 1 30V 8 Renesas  

Q5 MOSFET 2SK3107 1 30V 8 Renesas  

DB1 Diode bridge MB6S 1 600V 0.5A   

D1 Diode M1F60 1 600V 1A Shindengen  

D2 Diode 1N4007 1 1kV 1A Fairchild  

D3 无此型号       

D4 无此型号       

D5 Diode CRF03 1 600V 0.7A Toshiba  

D6 Diode HSC119-E 1 80V 100mA Renesas  

D7 Diode HSC119-E 1 80V 100mA Renesas  

D8 Diode RKR104BKH 1   Renesas  

ZD1 Zener diode RKZ5.1B2KJ 1 5V  Renesas  

ZD2 Zener diode HZU3ALL-E 1 3V  Renesas  

ZD3 Zener diode RKZ20B2KJ 1 18V  Renesas  

C1 Ceramic capacitor RDER72J104K8K1C11B 1 630V 0.1F Murata  

C2  未安装      

C3 Chemical capacitor EKMG451ELL4R7MJ20S 1 450V 4.7F Nippon 

Chemi-Con 

1020 

  BXC 450V 4.7F or 450V 4.7F Rubycon 1020 

  UVZ2W4R7MPD or 450V 4.7F  1020 

C4 Ceramic capacitor GRM31B5C2J102JW01L 1 630V 1000pF Murata 3216 size 

C5 Chemical capacitor EKY-500ELL101MHB5D 1 50V 100F Nippon 

Chemi-Con 

105°C 

C6 无此型号       

C7 Ceramic capacitor GRM21BR71H105KA12L 1 50V 1F Murata 2012 size 

C8 Ceramic capacitor GRM32EC81E226KE15L 1 25V 22F Murata 3225 size 

  GRM32ER71E226KE18L or 25V 22F Murata 3225 size 

C9 Ceramic capacitor GRM155R71C104KA88J 1 16V 0.1F Murata 1005 size 

C10 无此型号       

C11 Ceramic capacitor open     No mount 

C12 无此型号       
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Symbol Parts Name Catalog No. Q Rating Manufacture Note 

R1 Resistor 3.3 1 1/8W 3.3  2012 size 

1% 

R2 Resistor 1M 1 1/4W 1M  高耐压 

R3 Resistor 2.2M 1 1/4W 2.2M  高耐压 

R4 Resistor 100k 1 1/10W 100k  1608 size 

R5 Resistor  1    3216 size 

R6 Resistor 10k 1 1/10W 10k  1608 size 

R7 Resistor 120k 1 1/10W 120k  1608 size 

R8 Resistor 0 1 1A 0  1608 size 

R9 Resistor 100 1 1/10W 100  1608 size 

R10 Resistor 68k 1 1/10W 68k  1608 size 

R11 Resistor 510k 1 1/8W 510k  2012 size 

R12 Resistor 16k 1 1/10W 16k  1608 size 

R13 无此型号       

R14 Resistor  1    3216 size 

R15 Resistor 51k 1 1/10W 51k  1608 size 

R16 Resistor 270k 1 1/4W 270k  3216 size 

R17 Resistor 1M 1 1/10W 1M  1608 size 

1% 

R18 Resistor 120k 1 1/10W 120k  1608 size 

1% 

R19 无此型号       

R20 Resistor RK73B2ATTD101J 1 1/8W 100 KOA 2012 size 

R21 Resistor RK73B1JTTD220J 1 1/10W 22 KOA 1608 size 

 Diode RKR104BKH 1   Renesas  

VR1 Variable resistor 在 01608 下短路 1 0.1W 22k Murata PVZ2A 

L1 Coil TSL0709RA102 1  1mH TDK  

T1 Transformer Y10450-4 1   TDK Primary: 

5mH 

F1 Fuse HTS 1A 1 AC250V 1A Skygate  
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5.7.5 R2A20134EVB-ID 基板图 
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5.7.6 R2A20134EVB-ID 电路板评估数据 100V系列 
※效率测定是将泄放电流视为 0mA 进行测定 

0.10

0.05

0.00

0.15

0.20

0.25

0.30

Io
ut

 [A
]

70 80 90 100 110 120 130 140
Vin [Vrms]

70 80 90 100 110 120 130 140
Vin [Vrms]

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 [%
]

70 80 90 100 110 120 130 140
Vin [Vrms]

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

20%
10%

0%

30%

70%
80%

40%
50%
60%

90%
100%

70 80 90 100 110 120 130 140
Vin [Vrms]

ΔI
ou

t [
%

]

 



R2A20134SP 应用说明 

R03AN0004CJ0100  Rev.1.00  Page 48 of 52 

2012.03.01  

0.05

0.00

0.10

0.15

0.20

0.25

Io
u
t 
[A

]

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Ton/T  



R2A20134SP 应用说明 

R03AN0004CJ0100  Rev.1.00  Page 49 of 52 

2012.03.01  

5.7.7 R2A20134EVB-ID 电路板评估数据 220V系列 
※效率测定是将泄放电流视为 0mA 进行测定 
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5.7.8 R2A20134EVB-IN、ID的常数决定方法 
 
[设计条件] 

Vin = 85Vac～132Vac、Vout = 35Vdc、Iout = 0.2A、固定开关频率 80kHz 

 
在频率固定、峰值电流控制的情况下，采用将输入功率固定的控制方式。 

** 如果采用输入功率固定控制，则流经电感器的电流会变得不连续。 

 决定频率 
为了避开可听频段，选用 80kHz。 

 
 决定 Rrt 
根据 3.4 项的数式，Rrt = 120.5k， 

因而选用 120k 的 Rrt。此时的频率为 80.3kHz。 
 
 决定一次绕组电感 
输入功率以下述计算式表达。 

输入功率 = (输出功率)/(效率) 

当设输出功率 = 7W、效率为 80% 时，输入功率为 7/0.80 = 8.75W。 

当设最低输入电压为 80V 时，此时的输入电流为 109mA。 

由于 IC 的最大 Duty 为 50%，所以 FET 的峰值电流为 2  Iin/Duty = 438mA。 

由于导通期间为 6.2S，所以 Lp = Vin  Ton/Ip = 1.132mH。 

这里，预估 10% 的允许误差，选定 1mH。 
 
 一次侧卷绕圈数 Np 

Np = Vin  Ton/Ae/BT 
由于一次绕组电感为 1mH，所以如果求出此时 Pin = 8.75W 的 Ton，则 
Ton = (Iave  2  T  L/Vin) = (Pin  2  T  L)/Vin = (8.75W  2/80.3kHz  1mH)/80V = 5.8s 
当使用 EE16 芯(Ae = 19.8mm2)且以饱和磁通量密度 BT=300mT 进行计算，则 
Np = 80V  5.8s/19.8mm2/300mT  1000000000 = 78.6 
考虑到 Np > 79、变压器的卷绕宽度、间隙尺寸等，最终选定 Np = 86。 

 
 决定一次-二次卷绕圈数比 
以在输入电压最低、输出电压最低的条件下进行 Duty 50% 的临界工作的方式来设定卷绕圈数比。 

当设 Vin = 80V、Vout = 20V 的二次侧整流二极管的 Vf 为 1.5V 时，Np:Ns = Vin:(Vout + Vf) = 80:21.5。 

根据 Np = 86，得知 Ns = 23.11 

当二次侧的卷绕圈数并非整数时，将二次侧的卷绕圈数向上进位，以实现不连续工作。因而，选定 Ns = 24 
 
 辅助线圈(IC 的电源) 
辅助线圈的卷绕方向定为与输出电压成正比的方向，其作用是为了在输出电压最低的条件下能够确保 IC 的
电源电压 Vcc 为 UVLO 以上的电压。 
Ns:Nb = (Vout + Vf):(Vcc + Vf) = 21.5:11.4 
根据 Ns = 24，得知 Nb = 13 

** 由于负载较低，所以 IC 的电源电压有时会比基于上述卷绕圈数比设想的电压要高。 

   实际试制时，请配合工作条件来调节卷绕圈数。 
 
 决定 Rcs 

Iin(peak) = (Pin  2  T/L) = (8.75W  2/80.3kHz/1mH) = 467mA 
根据 Vcs = 0.6V，选用 1.2 的 Rcs。 

 
 关于调光电路，请参照 ND 的项目 
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公司主页和咨询窗口 

有关本应用说明的技术方面的咨询请参考下面的网页。 
 
瑞萨电子株式会社主页 http://cn.renesas.com 
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